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FISA TEHNICA

"Tehnologie de obtinere structuri cu arhitectura multistrat pe baza de
oxinitruri metalice nedopate si dopate cu Si"

Domeniul de utilizare: Materiale biocompatibile

Tip: Tehnologie Brevete:

Status: Nou Data: 2023/06/14

Proiectant: INOE 2000 - Sisteme
tehnologice bazate pe plasma si vid pentru
noi materiale avansate nanostructurate

Executant: INOE 2000 - Sisteme
tehnologice bazate pe plasma si vid pentru
noi materiale avansate nanostructurate

Incinta tehnologica

@ -200 'V tensiune de polarizare substrat
y'| 60 cm*/min debit masic de N,

17 em*/min debit masic de O,

90 A curent pe catozi
20 min. durata depunerii

I Depunere
:A
Curatare prin
I pulverizare prin . ’
bombardament cu 1000 siune de polarizare substrat

@ ifoni de energie medie 15m rata curatarii

Curatare fizica
si chimica

baie cu ultrasunete- alcool izopropilic
15 min. durata curatarii

Date tehnice: Definirea tehnologiei de laborator cuprinde pasii tehnologici utilizati pentru
depunerea straturilor si operatiile specifice tehnologiei de depunere. Depunerea straturilor
de nitrura si oxinitrura de Ti/TiSi cuprinde o etapa de pregatire a reperelor care trebuie
acoperite (curatare fizica si chimica in exteriorul incintei tehnologice), precum si
principalii parametri tehnologici asociati (presiunea reziduala in incinta de depunere,
tensiunile de polarizare substrat in etapa de curatare prin bombardament ionic si in cea de
depunere, temperatura substratului pe durata depunerii, intensitatea curentilor de
alimentare a catozilor de Ti si TiSi, debitele masice de gaze de lucru (oxigen si azot)
utilizate in depunerea nitrurilor si apoi a oxnitrurilor, durata tipica a procesului de
depunere.




